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SAW（surface acoustic wave: 表面波）デバイスは、携帯電話などの電子機器に広く用いられる電子
















SAWデュプレクサでは、表面波の伝搬特性に優れる LiNbO3 や LiTaO3 といった酸化物圧電単結晶が、







































Al 薄膜は基板（001）面を核生成面としたエピタキシャル成長であることがわかった。図 3はAl 電極を、
透過型電子顕微鏡を用いて断面観察した像である。SAWデバイスでは（001）面を傾斜させた基板を用
いることが多く、その角度（図 3の場合 26°）に対応する傾斜を有するTi、Al の格子縞（原子配列）
が観察されている。これは下地の結晶情報に強く拘束された結晶成長であり、Ti およびAl はエピタキ
シャル膜になっている。方位関係はAl(111)//Ti(001)// 基板 (001) であり、過去に報告されたことのない




とする同一設計の素子に比べて、図 4のように耐電力性が破壊寿命換算で 10 万倍以上と飛躍的に向上
した。これにより第 3世代携帯電話の規格の一つであるW-CDMA方式の端末への搭載が可能となり、









2010 年に米国セラミクス学会（The American Ceramic Society）のフルラス賞（Richard M. Fulrath 
Award）を受賞した。
















































図 3　エピタキシャルAl 電極の断面電子顕微鏡像 図 4　SAWデバイスの耐電力性比較
